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PUSB Exercice ES.1: diode Schottky
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PUSB Largeur de la zone de déplétion

E
Built-in potentital: q-V, = Tg
2¢,&
Depletion layer: W = \/ .V
q-Np
La jonction Al / N-Si: N, =10" cm™
W, =270 nm —> diode Schottky
La jonction Al / N*-Si: N,=10"cm™
W,=3nm
—> La jonction subit I’effet tunnel et devient un contact ohmique
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Couche n

S. Sze
« Semiconductor devices »

Résistance de contact
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Mode¢le ¢€lectrique
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PUPB  Résistance différentielle et contact ohmique

Contact I
Résistance différentielle ohmique I
I
— qV
~ qr
1 a gl I=1| e -1
R, oV iy
[ s e = e /V
Schottky diode

Typique: 0.3 — 0.5 [V]
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2R Calcul des résistances

1 ol 1
Résistance de 1a diode Schottky: 4’s eV /KT

R, oV kT
Ry, =
i = R ~ 0.8 GQ
]S:S.AO.TZ,e kT ES'AO'TZ-Q Mo ~30 pd —> Dlyv=0 = VY-
Rp|yoo 2 15 MQ
Résistance du substrat Ry | yopq =94 )
R :L ] w, 21200 [cm? / Vs] R, =15 kQ
Y S qgnu,
Résistance du contact ohmique:
~10-6 _
RC:IO /S[cmz] RC ZIOOQ
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Pas de polarisation
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PURB

V=-1[V]:

Polarisation inverse de 1V

I =-1 =-30 pA4

—>V =R, -1=-045[uV]
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PURB

Polarisation directe de 0.1V

qV

V=+0.1[V]: [=1 (e —1)=1.6nd => V, =R, -1=24[uV]
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PURB

V=404 [V]:

Polarisation directe de 0.4V

qV

I=]e* =0.26mA4

—>

V.= Rs-1=4[V]
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Courbe I-V
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20953 Diminuer la résistance en série

Schottky Ohmique
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20983 Diminuer la résistance en série

Ohmique Schottky Ohmique

P.A. Besse, EPFL Ch.5, p.18, “Solutions” Composants semiconducteurs, 2025



2095 Diminuer la résistance en série
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